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The polycrystalline thin copper films on semiconductor substrates are of 
interest for many semiconductor devices.   Hence the aim of this research is to re-
crystallize copper silicon thin film.  In order to achieve this objective, the Q-switched 
Nd:YAG  laser was employed as a source to re-crystallize the doped silicon thin film 
(STF) with copper.  A silicon thin film was prepared via low pressure physical vapor 
deposition (PVD). The STF was annealed by two techniques, first by using 
conventional method via tube furnace, second by using Q-switched Nd:YAG laser 
annealing.  The microstructure of thin film was analyzed using Atomic Force 
Microscope (AFM).  The results showed that, the grain size of the copper film 
increased with the energy density of the Nd:YAG laser.  However, the grain size was 
found to reduce after exceeding the critical energy. The large grain size obtained for 
copper silicon thin film was 2426.04 nm at the corresponding energy density of 
3989.48 mJ/cm
-2











Filem tipis kuperam polikristalin di atas substrat semiconductor  adalah 
sangat diminati untuk kebanyakan alat semikonduktor. Oleh itu matlamat kajian ini 
adalah untuk kristalasasi semula  filem tipis kuperam.  Untuk mencapai objektif ini , 
Q-suiz Nd:YAG laser di gunakan sebagai sumber untuk kristalasasi  semula bagi  
kuperam  filem tipis. Filem tipis kuperam disediakan  di bawah tekanan rendah  
endapan wap Fizik (PVD).  Filem tipis di separuh lindap melalui dua teknik. Pertama 
menggunakan kaedah konvensional melalui tiub ketuhar. Kedua menggunakan 
separuh lindap Q-suiz Nd:YAG laser. Mikrostruktur filem tipis di analisis 
menggunakan Mikroskop daya atom  (AFM).  Keputusan yang perolehi 
menunjukkan, saiz butiran filem kuperam bertambah dengan ketumpatan tenaga 
Nd:YAG laser. Walaubagaimanapun proses pengkristalan mengurang setelah 
melepasi tenaga kritikal. Saiz butiran optimum yang diperolehi untuk kuperam  filem 
tipis adalah 2426 nm perpadanan pada ketumpatan tenaga 3989.48 mJcm
-2
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